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Ladungsträger im Halbleiter 
 
Stromdichte: EqNj

��

µ=  ;  Enpqvnvpqj npnp

�

��

�

)()( µµ +=−=   

 

Diffusionsstromdichte: 








∂
∂−

∂
∂=

x
txpD

x
txnDqtxj pnDiff

),(),(),(  S.28 

 

 Diffusionskonstante: pnTpnpn U
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Gesamtstromdichte: DiffDrift jj

��

+  

                                    ( ) ( )gradpDEpqgradnDEnqj ppnntot −++=
���

µµ  S.31 

 
 
Nettorekombinationsrate: ( )pnpnnprU ∆∆+∆+∆= 00  S.37 
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Kontinuitätsgleichung: S.48 
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Zustandsdichte:               
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Verteilungsfunktion: ( )
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Boltzmann – Verteilung: ( ) 
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Ladungsträgerkonzentration: S.59 
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bei Donatoren und Akzeptoren:  
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Dioden 
 
 

Diffusionsspannung: 2ln
i
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q
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Raumladungsdichte: [ ])()()()()( xnxpxNxNqx AD −+−= −+ρ  
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Weite der Raumladungszone: 
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Bei Anlegen einer Spannung: 
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Sperrschichtkapazität: ( ) DA
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Sperrsättigungsstromdichte:  
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Diffusionsleitwert für niedrige Frequenzen: S.42 
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Diffusionskapazität für niedrige Frequenzen: 
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Generationsstromdichte: 
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Rekombinationsstrom: S.47 
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Kennlinienbeschreibung:  S.50 
 

( ) ( )
ph

p

SASA
RG

SA
S I

R
IRU

kT
IRUq

I
kT
IRUq

II −
−

+







−







 −
+








−







 −
= 1

2
exp1exp 0,/  

 
 



Formelsammlung Halbleiterbauelemente  Seite 5 

Feldeffekttransistoren 
 
Oberflächenpotential an Grenzfläche Halbleiter/Isolator: S.6 
 

)0()( iiS EEq −∞=⋅φ               Sφ : Oberflächenpotential                            

 
Potential allgemein: 
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Austrittsarbeit(sdifferenz): S.12 
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Flachbandspannung: 
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Q
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Ladung: bei Verarmung/schwacher Inversion S.15 
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Raumladungszone: S16 
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Einsatzspannung: S.17 
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Verarmung und schwache Inversion: S.20 
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Drainstrom:            (n-Kanal) S.32 
 
Linearer Bereich: ( ) DThGD UUUI ⋅−= β                  ThGD UUU −<<≤0  

Triodenbereich: ( ) 
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Sperrspannung am Substrat: S.41 
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Bipolartransistoren 
 

Allgemeines: 
 

( )nCpCnEpECEB IIIIIII +−+=−=  S.14 

 
Minoritätsladungsträgerdichte: 
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im Emitter- und Kollektorgebiet: S.20 
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Strom-Spannungs-Beziehungen: S.22 
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Transistorparameter: S.26 
 
Sromverstärkungsfaktor:        Basisschaltung           Emitterschaltung 
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Grenzfrequenzen: 
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Leistungsbauelemente 
 

Leistungsdioden: 
 
pin-Struktur: ( )ipinpinSp xxEU −=  

 

npπ - oder npυ -Struktur: ( )( )ipinSp xxEEU −+= minmax2
1

 

 
Durchbruchspannung:  
 

( )ipinBB xxEU −=              pin-Struktur 

 

( )( )ipinBB xxEEU −+= min2
1

  npπ - oder npυ -Struktur  

 
 
 
 

Optoelektronische Bauelemente 
 
 
Photonen: S.3 
 

Wellenlänge: 
f
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Energie: 
λ
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λ
hpPh =   ;  k-Wert: 

λ
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Absorptionsgesetzt: 
 

( ) ( ) ( )( )xx PhPh λαλλ −Φ=Φ exp, 0,  

 
Elektronen-Loch-Generationsrate: 
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Photostrom: 
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